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［はじめに］ 高品質 GaInN 膜の実現は、GaN マトリックスを用いるこれまでの GaN 系発光デバイスに対し、

より幅広いデバイス設計・デバイス応用を可能とする。高品質GaInN膜を実現するためには、格子緩和過

程を理解し、その過程を制御することが求められる。今回は、RF-MBE 法を用いて GaN 上および InN 上

に GaInN 成長を行い、その場 X 線逆格子マッピング法を用いて GaInN 成長初期過程の観察を行ったの

で報告する。 

［実験］ 大型放射光施設 SPring-8 BL11XU の MBE-XRD 装置を用い、GaN 上および InN 上に GaInN

を成長した。GaInN成長時のV/III比は 1以下（メタルリッチ条件）で、製作されるGaInNの In組成が 55%

程度になるように成長条件を設定した。GaInN 成長中に (10-11)面の X 線回折測定を行った。1 測定に

要する時間は 7 秒であり、約 0.14 nm の薄膜成長の間に 1 つの逆格子マップを得ている。 

［結果と考察］図 1 には、GaN 上および InN 上 GaInN 成長時に得られた逆格子マップから見積もられる

In 組成および緩和率の変遷を示している。GaInN の回折ピークが確認され始めたのは約 3 nm 成長した

後であった。最終的には、GaInNの In組成は 55%程度に収束していくが、成長初期段階では、GaN上で

は InGaN 中に In があまり取り込まれておらず、InN 上では逆に In がたくさん取り込まれていることが見て

取れる。これは、成長初期段階では下地の格子定数にあわせるために、歪みとともに異なる供給原料の

取り込み過程が働いていることを示している。 
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Fig. 1 Evolution of (a,c)In composition and 

(b,d)relaxation ratio of GaInN on (a,b)GaN 

and (c,d)InN during GaInN growth. 
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